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요약

개시된 웨이퍼 처리 장치는 웨이퍼를 회전시키기 위한 회전척과, 웨이퍼의 세정 또는 건조를 위한 처리유체를 공급하

는 처리유체 공급부를 구비한다. 처리유체 공급부는 처리유체를 수용하기 위한 수용부와, 수용부에 수용된 처리유체

를 회전하는 웨이퍼 상에 전체적으로 공급하기 위한 슬릿을 갖는다. 수용부의 내부에는 처리유체에 초음파 진동을 인

가하기 위한 초음파 진동부가 설치되어 있고, 초음파 진동부에 의해 초음파 진동이 인가된 처리유체가 웨이퍼 상에 

전체적으로 균일하게 공급된다. 따라서, 웨이퍼의 세정 효율이 향상되며, 초음파 진동에 의한 패턴의 손상이 감소된다

.

대표도

도 2

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 매엽식 세정 장치를 설명하기 위한 개략적인 구성도이다.

도 2는 본 발명의 제1실시예에 따른 웨이퍼 처리 장치를 설명하기 위한 개략적인 구성도이다.

도 3은 도 2에 도시된 처리유체 공급부를 설명하기 위한 사시도이다.

도 4는 도 3에 도시된 제1플레이트를 설명하기 위한 사시도이다.

도 5는 도 3에 도시된 제1플레이트의 다른 예를 설명하기 위한 사시도이다.

도 6은 도 3에 도시된 제2플레이트를 설명하기 위한 사시도이다.

도 7은 도 5에 도시된 제1플레이트와 대응하는 제2플레이트를 설명하기 위한 사시도이다.

도 8은 제1플레이트의 슬릿에 설치되는 분사판을 설명하기 위한 사시도이다.

도 9는 도 2에 도시된 처리유체 공급부와 연결되는 공급 배관을 설명하기 위한 도면이다.

도 10은 도 3에 도시된 처리유체 공급부의 다른 예를 설명하기 위한 사시도이다.

도 11은 도 10에 도시된 제2플레이트를 설명하기 위한 사시도이다.
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도 12는 본 발명의 제2실시예에 따른 웨이퍼 처리 장치를 설명하기 위한 개 략적인 구성도이다.

도 13은 도 12에 도시된 처리유체 공급부들과 연결되는 공급 배관을 설명하기 위한 도면이다.

도 14는 도 12에 도시된 제1구동부의 다른 예를 설명하기 위한 개략적인 구성도이다.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 *

200 : 웨이퍼 처리 장치 202 : 처리 챔버

210 : 회전척 212 : 회전축

214 : 모터 216 : 구동부

220 : 처리유체 공급부 220a : 수용부

222 : 제1플레이트 222a : 슬릿

224 : 제2플레이트 224a : 오목부

226 : 분사판 230 : 초음파 진동부

240 : 배출 배관 250 : 공급 배관

W : 웨이퍼

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 웨이퍼 처리 장치에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 웨이퍼의 표면에 초음파 진동이 인가된 세정액을 제공

하여 웨이퍼를 세정하고, 건조 가스를 사 용하여 세정된 웨이퍼를 건조시키는 장치에 관한 것이다.

일반적으로, 반도체 장치는 증착, 포토리소그래피, 식각, 연마, 세정 및 건조 등과 같은 단위 공정들의 반복적인 수행

에 의해 제조된다. 상기 단위 공정들 중에서 세정 및 건조 공정은 각각의 단위 공정들을 수행하는 동안 웨이퍼의 표면

에 부착되는 이물질 또는 불필요한 막을 제거하고, 웨이퍼를 건조시키는 웨이퍼 처리 공정이다. 최근, 상기 웨이퍼 처

리 공정은 웨이퍼 상에 형성되는 패턴이 미세화되고, 패턴의 대조비(aspect ratio)가 커짐에 따라 점차 중요도가 높아

지고 있다.

상기 세정 공정을 수행하는 장치는 동시에 다수의 웨이퍼를 세정하는 배치식 세정 장치와 낱장 단위로 웨이퍼를 세정

하는 매엽식 세정 장치로 구분된다. 배치식 세정 장치는 웨이퍼를 세정하기 위한 세정액이 수용된 세정조를 사용하여

동시에 다수의 웨이퍼를 세정한다. 이때, 세정조에 수용된 세정액에는 세정 효율을 향상시키기 위한 초음파 진동이 

인가될 수 있다. 매엽식 세정 장치는 웨이퍼를 지지하기 위한 척과 웨이퍼의 전면 또는 이면에 세정액을 공급하기 위

한 노즐들을 포함한다. 웨이퍼에 공급되는 세정액은 초음파 진동이 인가된 상태로 공급될 수도 있고, 웨이퍼 상에 공

급된 상태에서 초음파 진동이 인가될 수도 있다.

상기 매엽식 세정 장치는 배치식 세정 장치보다 세정 효율이 높다는 장점이 있으나, 배치식 세정 장치보다 세정 시간

이 길다는 단점이 있다. 배치식 세정 장치를 사용하여 다수의 웨이퍼를 동시에 세정하는 경우, 웨이퍼로부터 제거된 

이물질이 세정조로부터 배출되지 않고, 세정조 내부에 잔존하는 경우가 발생된다. 상기와 같이 세정조에 잔존하는 이

물질은 다시 웨이퍼에 재부착되어 웨이퍼의 세정 효율을 저하시키며, 미세한 패턴들 사이에 부착된 이물질에 대한 제

거 효율이 낮다는 단점이 있다.

초음파 진동을 세정액에 인가하여 웨이퍼를 세정하는 매엽식 세정 장치의 일 예로서, 미합중국 특허 제6,039,059호(i

ssued to Bran)에는 메가소닉(megasonic) 에너지를 사용하여 웨이퍼에 공급된 세정액을 진동시켜 웨이퍼를 세정하

는 장치가 개시되어 있다. 상기 세정 장치는 메가소닉 에너지를 세정액에 인가하기 위한 길게 연장된 석영 프로브를 

구비한다. 또한, 미합중국 공개특허 제2001-32657호(Itzkowitz, Herman)에는 웨이퍼 상에 제공된 세정액 또는 식

각액에 기계적 진동을 인가하기 위한 메가소닉 변환기를 갖는 메가소닉 처리 장치가 개시되어 있다.

도 1은 상기 석영 프로브를 갖는 매엽식 세정 장치를 설명하기 위한 개략적인 구성도이다.

도 1을 참조하면, 웨이퍼(W)는 원형의 척(110) 상에 놓여지고, 척(110)은 모터(120)로부터 제공되는 회전력에 의해 

회전된다. 척(110)은 웨이퍼(W)를 지지하기 위한 원형 링(112)과, 회전축(122)의 상단 부위에 설치되는 허브(114, h

ub) 및 허브(114)와 원형 링(112)을 연결하는 다수개의 스포크(116, spoke)들을 포함한다.

척(110)에 놓여진 웨이퍼(W)의 상부에는 웨이퍼(W)를 세정하기 위한 세정액을 웨이퍼(W)의 상면으로 제공하는 제1

노즐(130)이 구비되고, 웨이퍼(W)의 회전에 의해 웨이퍼(W)의 주변 부위로 비산되는 세정액을 막기 위한 보울(140, 

bowl)이 척을 둘러싸도록 배치된다.

보울(140)의 바닥에는 웨이퍼(W)로부터 이탈된 세정액을 배출하기 위한 배출 배관(150)이 연결되어 있으며, 모터(1

20)의 회전력을 척(110)에 전달하기 위한 회전축(122)이 보울(140)의 바닥 중앙 부위를 관통하여 설치되어 있다. 보

울(140)의 일측 부위에는 수직 방향으로 슬롯(140a)이 형성되어 있으며, 슬롯(140a)을 통해 웨이퍼(W)의 상면에 제

공된 세정액에 초음파 진동을 인가하기 위한 석영 프로브(160)가 설치되어 있다.

석영 프로브(160)는 긴 막대 형상을 가지며, 웨이퍼(W)의 주연 부위로부터 중앙 부위를 향해 배치되며, 웨이퍼(W)의 

상면과 일정한 간격을 갖도록 웨이퍼(W)와 평행하게 배치된다. 한편, 척(110)에 놓여진 웨이퍼(W)의 하면으로 세정

액을 공급하기 위한 제2노즐(132)이 보울(140)의 일측 부위를 관통하여 설치되어 있다.
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상기와 같은 구조를 갖는 세정 장치(100)를 사용하여 웨이퍼(W)의 세정 공정을 수행하는 방법을 설명하면 다음과 같

다.

먼저, 웨이퍼(W)를 척(110) 상에 올려놓는다. 이어서, 모터(120)를 작동시켜 웨이퍼(W)를 회전시키고, 제1노즐(130)

및 제2노즐(132)을 통해 웨이퍼(W)의 상면과 하면에 세정액을 공급한다.

웨이퍼(W)의 상면으로 제공된 세정액은 웨이퍼(W)의 회전에 의해 석영 프로브(160)와 웨이퍼(W)의 상면 사이로 제

공된다. 상기와 같이 석영 프로브(160)와 웨이퍼(W) 사이로 제공되는 세정액에는 석영 프로브(160)로부터 초음파 진

동이 인가되며, 진동된 세정액에 의해 웨이퍼(W)의 상면에 부착된 미세한 파티클들이 제거된다.

이때, 웨이퍼(W)의 상면으로 웨이퍼(W) 상의 불필요한 막 또는 이물질 등을 제거하기 위한 케미컬(chemical)이 제공

될 수도 있다. 상기 초음파 진동은 케미컬과 웨이퍼(W) 상의 불필요한 막 또는 이물질의 화학 반응을 촉진시켜 웨이

퍼(W) 상의 불필요한 막 또는 이물질의 제거 효율을 향상시킨다.

웨이퍼(W)의 회전에 의해 웨이퍼(W)의 상면 또는 하면으로부터 이탈된 세정액은 보울(140)의 측벽에 의해 차단되어

보울(140)의 바닥으로 이동되고, 보울(140)의 바닥에 연결되어 있는 배출 배관(150)을 통해 배출된다.

상기와 같은 세정 장치(100)의 석영 프로브(160)는 긴 막대 형상을 갖기 때문에 웨이퍼(W)의 대형화에 용이하게 대

처할 수 없다는 단점이 있다. 긴 막대 형상을 갖는 석영 프로브(160)는 초음파 진동에 의해 빈번하게 파손되므로 석영

프로브(160)의 길이를 연장시키는 것은 매우 제한적이다. 석영 프로브(160)를 통해 제공되는 초음파 진동은 세정액

의 공급 유량 및 웨이퍼(W)의 회전 속도 등에 따라 가변되기 때문에 웨이퍼(W)의 상면에 제공되는 세정액에 균일하

게 전달되지 않고, 이로 인해 웨이퍼(W)의 부위별 세정 효율이 달라진다는 문제점이 있다.

또한, 석영 프로브(160)와 웨이퍼(W) 상에 공급된 세정액의 접촉 면적이 제한적이기 때문에 초음파 진동의 인가 효율

이 낮다는 단점이 있고, 웨이퍼(W)의 상에 공급되는 세정액에 직접적으로 인가되는 초음파 진동에 의해 웨이퍼(W) 

상에 형성되어 있는 미세한 패턴이 손상될 우려가 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 제1목적은 초음파 진동이 인 가된 세정액을 웨이퍼 상에 전체적으로 

균일하게 제공하는 웨이퍼 처리 장치를 제공하는데 있다.

상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 제2목적은 초음파 진동이 인가된 세정액을 다수의 웨이퍼 상에 전체

적으로 균일하게 각각 제공하고, 다수의 웨이퍼를 동시에 처리할 수 있는 웨이퍼 처리 장치를 제공하는데 있다.

발명의 구성 및 작용

상기 제1목적을 달성하기 위한 본 발명의 웨이퍼 처리 장치는, 웨이퍼에 대한 처리 공정이 수행되며 상부가 개방된 

처리 챔버와, 상기 처리 챔버 내부에 구비되며 상기 웨이퍼를 지지하고 회전시키기 위한 회전척과, 상기 개방된 처리 

챔버의 상부를 덮도록 상기 회전척의 상부에 구비되며 상기 웨이퍼를 세정하기 위한 제1처리유체를 수용하기 위한 

제1수용부 및 상기 제1처리유체를 상기 회전척에 의해 회전하는 웨이퍼 상에 공급하기 위하여 상기 제1수용부와 연

결된 제1슬릿을 갖는 처리유체 공급부와, 상기 제1수용부에 설치되고 상기 제1수용부에 수용된 제1처리유체에 초음

파 진동을 인가하기 위한 초음파 진동부를 포함한다. 여기서, 상기 제1슬릿은 상기 제1처리유체가 상기 회전하는 웨

이퍼 상에 전체적으로 공급되도록 상기 웨이퍼의 반지름과 같거나 상기 웨이퍼의 반지름보다 긴 길이를 갖고 상기 회

전하는 웨이퍼의 상부에 위치한다.

상기 제2목적을 달성하기 위한 본 발명의 웨이퍼 처리 장치는, 다수의 웨이퍼를 수용하는 웨이퍼 카세트를 지지하는 

카세트 스테이지와 상기 웨이퍼들을 처리하기 위한 다수의 처리 챔버와, 상기 웨이퍼 카세트와 상기 처리 챔버들 사

이에서 상기 웨이퍼들을 이송하기 위한 이송부를 포함한다. 상기 처리 챔버는 웨이퍼를 지지하고, 회전시키기 위한 

회전척과, 상기 웨이퍼를 세정하기 위한 제1처리유체를 수용하기 위한 제1수용부 및 상기 제1수용부와 연결되는 제1

슬릿을 갖고, 상기 제1처리유체가 상기 제1슬릿을 통해 상기 회전척에 의해 회전되는 웨이퍼 상에 전체적 으로 공급

되도록 상기 회전척의 상부에 배치되는 처리유체 공급부와, 상기 제1수용부에 설치되고, 상기 제1수용부에 수용된 제

1처리유체에 초음파 진동을 인가하기 위한 초음파 진동부를 포함한다.

따라서, 회전척에 의해 회전되는 웨이퍼 상에는 상기 제1슬릿을 통해 초음파 진동이 인가된 제1처리유체가 균일하게 

공급되므로 웨이퍼의 균일한 세정이 이루어진다. 또한, 다수의 웨이퍼에 대한 매엽식 세정이 동시에 수행되므로 웨이

퍼 세정에 소요되는 시간이 단축된다.

이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명하면 다음과 같다.

도 2는 본 발명의 제1실시예에 따른 웨이퍼 처리 장치를 설명하기 위한 개략적인 구성도이다.

도 2를 참조하면, 도시된 웨이퍼 처리 장치(200)는 회전척(210), 처리유체 공급부(220), 초음파 진동부(230) 및 처리

챔버(202)를 구비한다.

회전척(210)은 웨이퍼(W)를 지지하고, 회전시킨다. 처리유체 공급부(220)는 웨이퍼(W)를 지지하는 회전척(210)의 

상부에 배치되고, 회전척(210)에 지지된 웨이퍼(W) 상에 처리유체를 공급한다. 처리유체는 웨이퍼(W)의 표면을 세정

하기 위한 세정액이며, 다양한 종류의 세정액들이 사용될 수 있다. 처리유체 공급부(220)의 내부에는 처리유체를 수

용하기 위한 수용부(220a)가 형성되어 있으며, 회전척(210)에 지지된 웨이퍼(W) 상에 처리유체를 공급하기 위한 슬

릿(222a)이 수용부(220a)와 연결되도록 형성되어 있다. 수용부(220a)에는 초음파 진동부(230)가 설치되어 있으 며, 

초음파 진동부(230)는 수용부(220a)에 수용되는 처리유체에 초음파 진동을 인가한다.
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회전척(210)은 처리 챔버(202) 내부에 설치되며, 처리 챔버(202)는 상부가 개방된 컵 형상을 갖는다. 여기서, 회전척

(210)이 웨이퍼(W)를 파지하는 방법은 다양한 방법들이 공지되어 있으므로 상세한 설명을 생략하기로 한다. 처리유

체 공급부(220)는 원반 형상을 갖고, 처리 챔버(202)의 상부를 덮을 수 있는 크기를 갖는다. 회전척(210)의 하부에는 

회전력을 전달하는 회전축(212)이 연결되어 있으며, 회전축(212)은 회전력을 제공하는 모터(214)와 연결된다. 모터(

214)의 하부에는 회전척(210)에 의해 지지된 웨이퍼(W)와 처리유체 공급부(220) 사이의 간격을 조절하기 위한 구동

부(216)가 구비된다. 구동부(216)는 회전축(212)을 상하 이동시켜 웨이퍼(W)와 처리유체 공급부(220) 사이의 간격

을 조절한다. 구동부(216)는 처리 챔버(202)의 바닥(202a) 중앙 부위에 배치된다.

처리 챔버(202)의 하부에는 웨이퍼(W)의 세정에 사용된 처리유체를 배출하기 위한 배출 배관(240)이 연결되어 있다.

처리 챔버(202)의 바닥(202a)은 중앙 부위로부터 가장자리 부위를 향해 하향 경사지도록 형성되어 있으며, 배출 배

관(240)은 처리 챔버(202)의 바닥(202a)의 가장자리 부위에 연결되어 있다. 또한, 처리 챔버(202)의 일측에는 웨이

퍼(W)의 로딩 및 언로딩을 위한 도어(204)가 설치되어 있다.

초음파 진동을 발생시키기 위한 초음파 발생부(미도시)는 울트라 소닉 발생기(ultra sonic generator)와 메가소닉 발

생기(megasonic generator)로 이루어진 다. 울트라 소닉 발생기는 20 내지 800kHz의 고주파 전원을 제공하며, 메가

소닉 발생기는 800kHz 이상의 고주파 전원을 제공한다. 초음파 진동부(230)는 초음파 발생부로부터 제공되는 고주

파 전원에 의해 기계적 진동을 발생시키는 압전 변환기(piezoelectric transducer)이다.

도 3은 도 2에 도시된 처리유체 공급부를 설명하기 위한 사시도이다.

도 3을 참조하면, 도시된 처리유체 공급부(220)는 제1플레이트(222)와 제2플레이트(224)를 포함한다. 제1플레이트(

222)와 제2플레이트(224)는 각각 원반 형상을 갖는다. 제1플레이트(222)는 웨이퍼(W)의 크기보다 크며, 제2플레이

트(224)는 처리 챔버(202)의 상부를 덮을 수 있는 크기를 갖는다. 제1플레이트(222)는 제1플레이트(222)의 중심축과

제2플레이트(224)의 중심축이 일치하도록 제2플레이트(224)의 중앙 부위에 부착된다.

슬릿(222a)은 도 4에 도시된 바와 같이 제1플레이트(222)의 중심을 통과하도록 형성된다. 슬릿(222a)의 길이는 웨이

퍼(W)의 직경과 동일하게 형성되는 것이 바람직하다. 그러나, 도 5에 도시된 바와 같이, 슬릿(270a)은 제1플레이트(2

70)의 중심으로부터 제1플레이트(270)의 주연 부위까지 형성될 수도 있다. 즉, 도 5에 도시된 슬릿(270a)의 길이는 

웨이퍼(W)의 반경과 동일하다.

상기와 같이 웨이퍼(W)의 반경과 같거나 웨이퍼의 반경보다 긴 길이를 갖는 슬릿(222a, 270a)을 통해 웨이퍼(W) 상

으로 공급되는 처리유체는 웨이퍼(W)의 회전에 의해 웨이퍼(W) 상에 전체적으로 공급된다.

도 6은 도 3에 도시된 제2플레이트를 설명하기 위한 사시도이다.

도 6을 참조하면, 제2플레이트(224)의 하부면에는 처리유체를 수용하기 위한 오목부(224a)가 형성되어 있다. 오목부

(224a)의 형상은 반원이며, 제1플레이트(222)의 슬릿(222a)과 연결된다. 이때, 오목부(224a)의 직경은 제1플레이트(

222)의 슬릿(222a)의 길이와 대응한다. 제2플레이트(224)의 측면에는 처리유체를 공급하기 위한 공급 배관(250)이 

연결되어 있다. 공급 배관(250)은 제2플레이트(224)의 측면과 오목부(224a)의 내측 원주면(inner side rounding sur

face)을 관통하는 홀(224b, 도 2 참조)에 연결된다. 또한, 오목부(224a)에는 처리유체에 초음파 진동을 인가하기 위

한 초음파 진동부(230)가 제1플레이트(222)의 슬릿(222a)을 따라 배치되어 있다.

한편, 도 7을 참조하면, 도 5에 도시된 제1플레이트(270)를 사용하는 경우 제2플레이트(272)에 형성되는 오목부(272

a)의 직경은 웨이퍼(W)의 반경과 대응한다. 여기서, 오목부(272a)의 형상은 다양하게 변경될 수 있다.

도 2에 도시된 수용부(220a)는 제1플레이트(222)와 제2플레이트(224)의 오목부(224a)에 의해 한정되며, 오목부(22

4a)에 설치된 초음파 진동부(230)에 의해 수용부(220a)에 수용된 처리유체에 초음파 진동이 인가된다. 초음파 진동

부(230)는 수용부(220a)에 수용된 처리유체에 초음파 진동을 인가하고, 초음파 진동이 인가된 처리유체가 웨이퍼(W)

상으로 공급되기 때문에 웨이퍼(W) 상에 형성되어 있는 패턴의 손상이 감소된다.

슬릿(222a)의 내부에는 도 8에 도시된 바와 같은 분사판(226)이 설치된다. 분사판(226)에는 초음파 진동이 인가된 

처리유체를 웨이퍼(W) 상에 균일하게 공급 하기 위한 다수의 분사구(226a)들이 형성되어 있다. 따라서, 슬릿(222a)

의 내부에 설치된 분사판(226)의 분사구(226a)들을 통해 웨이퍼(W) 상으로 공급되는 처리유체는 웨이퍼(W)의 회전

에 의해 웨이퍼(W) 상에 전체적으로 균일하게 공급된다.

처리유체는 웨이퍼(W)의 표면을 세정하기 위한 세정액을 포함한다. 상기 세정액으로는 탈이온수(de-ionized water,

H 2 O), 불산(HF)과 탈이온수의 혼합액, 수산화암모늄(NH 4 OH)과 과산화수소(H 2 O 2 ) 및 탈이온수의 혼합액, 

불화암모늄(NH 4 F)과 불산(HF) 및 탈이온수의 혼합액 및 인산(H 3 PO 4 ) 및 탈이온수를 포함하는 혼합액 등이 사

용될 수 있다.

일반적으로, 탈이온수는 웨이퍼(W)에 부착된 이물질 제거 및 린스의 목적으로 사용된다.

불산과 탈이온수의 혼합액(DHF)은 웨이퍼(W) 상에 형성된 자연 산화막(SiO 2 ) 제거 및 금속 이온 제거를 위해 사용

한다. 이때, 불산과 탈이온수의 혼합 비율은 1:100 내지 1:500 정도이며, 세정 공정의 조건에 따라 적절하게 변경될 

수 있다.

일반적으로, SC1(standard clean 1) 용액이라 불리는 수산화암모늄과 과산화수소 및 탈이온수의 혼합액은 웨이퍼(W

) 상에 형성된 산화막 또는 웨이퍼(W) 상에 부착된 유기물을 제거하며, 혼합 비율은 1:4:20 내지 1:4:100 정도이며, 

세정 공정에 따라 적절하게 변경될 수 있다.

그리고, LAL 용액이라 불리는 불화암모늄과 불산 및 탈이온수의 혼합액은 웨이퍼(W) 상에 형성된 산화막을 제거하

며, 인산과 탈이온수를 포함하는 혼합액은 상 기 LAL 용액으로 처리가 불가능한 나이트라이드(nitride) 계열의 이물

질을 제거한다.

상기 세정액들은 온도가 높을수록 높은 세정 효과를 나타내며, 상기 온도는 적절하게 조절될 수 있다. 또한, 상기와 

같이 다양한 세정액들은 제거하고자 하는 이물질의 종류에 따라 순차적으로 사용될 수도 있고, 초음파 진동은 세정액
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의 반응을 촉진시켜 웨이퍼(W)의 세정 효율을 향상시킨다.

또한, 처리유체는 웨이퍼(W)의 표면을 건조시키기 위한 건조가스를 포함한다. 상기 건조가스로는 이소프로필 알콜 

증기 또는 가열된 질소 가스가 사용될 수 있으며, 이소프로필 알콜 및 가열된 질소 가스의 혼합 가스가 사용될 수 있

다. 웨이퍼(W)의 표면에 잔존하는 수분은 공급되는 이소프로필 알콜 증기로 인해 발생되는 마란고니 효과(Marangon

i effect)와 웨이퍼의 회전에 의해 웨이퍼(W)의 표면으로부터 제거된다.

이소프로필 알콜 증기는 액상의 이소프로필 알콜을 가열하여 형성될 수 있으며, 가열된 질소 가스를 사용하여 이소프

로필 알콜 증기를 발생시키는 버블러(bubbler)에 의해 형성될 수 있다. 상기 버블러를 사용하는 경우 가열된 질소 가

스는 캐리어 가스로 사용되며, 웨이퍼(W) 상에는 이소프로필 알콜 증기와 가열된 질소 가스의 혼합 가스가 공급된다.

또한, 웨이퍼(W)의 최종 건조를 위해 가열된 질소 가스가 단독으로 공급될 수 있다.

이소프로필 알콜 증기를 단독으로 웨이퍼(W) 표면에 공급하는 경우, 이소프로필 알콜 증기를 사용하여 웨이퍼(W) 표

면의 수분을 제거한 후, 웨이퍼(W)의 표면 에 가열된 질소 가스를 재차 공급하여 웨이퍼(W)의 표면에 잔존하는 이소

프로필 알콜을 휘발시킴으로서 웨이퍼(W)가 최종적으로 건조된다. 한편, 이소프로필 알콜 증기와 가열된 질소 가스의

혼합 가스를 공급하는 경우, 웨이퍼(W) 표면의 수분 제거 및 이소프로필 알콜의 휘발이 동시에 진행된다.

도 9는 도 2에 도시된 처리유체 공급부와 연결되는 공급 배관을 설명하기 위한 도면이다.

도 9를 참조하면, 처리유체 공급부(220)와 연결되는 공급 배관(250)은 서로 다른 다수의 처리유체들을 각각 공급하

기 위한 다수의 제1배관(252)과, 수용부(220a)와 제1배관(252)들을 연결하고, 서로 다른 처리유체들 중에서 선택된 

하나를 수용부(220)로 공급하기 위한 제2배관(254)과, 제1배관(252)들 중에 각각 설치되고, 서로 다른 제1처리유체

들의 유량을 각각 제어하기 위한 다수의 제1밸브(256)와, 제2배관(254) 중에 설치되고, 수용부(220a)로 공급되는 선

택된 처리유체의 유량을 제어하기 위한 제2밸브(258)를 포함한다. 여기서, 서로 다른 처리유체들은 다수의 세정액들

과 다수의 건조가스들을 의미한다.

제1배관(252)들은 탈이온수, 불산(HF)과 탈이온수의 혼합액, 수산화암모늄(NH 4 OH)과 과산화수소(H 2 O 2 ) 및 

탈이온수의 혼합액, 불화암모늄(NH 4 F)과 불산(HF) 및 탈이온수의 혼합액 및 인산(H 3 PO 4 ) 및 탈이온수를 포함

하는 혼합액, 이소프로필 알콜 증기, 가열된 질소 가스를 각각 공급한다.

제1배관(252)들에 설치된 제1밸브(254)들과 제2배관(256)에 설치된 제2밸브(258)는 웨이퍼(W)의 세정 및 건조에 

필요한 세정액 및 건조 가스를 선택한다. 즉, 세정하고자 하는 이물질에 따라 선택된 세정액에 의해 웨이퍼(W)의 세정

공정이 수행되며, 탈이온수에 의해 최종 세정이 수행된다. 탈이온수에 의한 웨이퍼(W)의 최종 세정 공정이 종료되면,

건조가스에 의한 웨이퍼(W)의 건조 공정이 수행된다.

여기서, 세정액은 액체이며, 건조가스는 기체이므로 세정 공정과 건조 공정 사이에서 제2배관(256) 및 처리유체 공급

부(220)의 수용부(220a)에 잔존하는 세정액 및 건조가스를 배출해야하는 번거로움이 있다. 상기와 같은 번거로움을 

방지하기 위한 처리유체 공급부(250)의 다른 예가 도 10 및 도 11에 도시되어 있다.

도 10은 도 3에 도시된 처리유체 공급부의 다른 예를 설명하기 위한 사시도이고, 도 11은 도 10에 도시된 제2플레이

트를 설명하기 위한 사시도이다.

도 10 및 도 11을 참조하면, 도시된 처리유체 공급부(280)는 각각 원반 형상을 갖는 제1플레이트(282)와 제2플레이

트(284)를 포함한다. 제1플레이트(282)는 웨이퍼(W)보다 크며, 제2플레이트(284)는 처리 챔버(202)의 상부를 덮을 

수 있는 크기를 갖는다. 제1플레이트(282)는 제1플레이트(282)의 중심축이 제2플레이트(284)의 중심축과 일치하도

록 제2플레이트(284)의 하부면 중심 부위에 부착된다.

제1플레이트(282)에는 각각 제1처리유체와 제2처리유체를 웨이퍼(W) 상에 전체적으로 공급하기 위한 제1슬릿(282

a)과 제2슬릿(282b)이 형성되어 있다. 제1슬릿(282a)과 제2슬릿(282b)은 평행하게 형성되며, 제1플레이트(282)의 

중심에 대하여 서로 반대방향에 위치된다. 제1슬릿(282a)과 제2슬릿(282b)은 각각 웨이퍼(W)의 직경과 대응하는 길

이를 갖는다.

제2플레이트(284)의 하부면에는 제1플레이트(282)의 제1슬릿(282a)과 제2슬릿(282b)과 각각 대응하는 제1오목부(

284a)와 제2오목부(284b)가 형성되어 있다. 제1오목부(284a) 및 제2오목부(284b)의 형상은 각각 반원이며, 제1오

목부(284a)의 직선 변은 제1슬릿(282a)과 평행하고, 제2오목부(284b)의 직선 변은 제2슬릿(282b)과 평행하다. 따라

서, 제1처리유체를 수용하기 위한 제1수용부는 제1플레이트(282)와 제1오목부(284a)에 의해 한정되며, 제2처리유체

를 수용하기 위한 제2수용부는 제1플레이트(282)와 제2오목부(284b)에 의해 한정된다. 제1오목부(282a)에는 제1처

리유체를 공급하기 위한 제1공급 배관(290)이 연결되고, 제2오목부(284b)에는 제2처리유체를 공급하기 위한 제2공

급 배관(292)이 연결된다.

한편, 제1처리유체는 웨이퍼(W)를 세정하기 위한 세정액이며, 제1오목부(284a)에는 제1처리유체에 초음파 진동을 

인가하기 위한 초음파 진동부(294)가 설치되어 있다. 제2처리유체는 웨이퍼(W)를 건조시키기 위한 건조가스이다.

제1슬릿(282a)과 제2슬릿(282b)의 내부에는 제1처리유체 및 제2처리유체를 웨이퍼(W) 상으로 각각 균일하게 공급

하기 위한 제1분사판(296)과 제2분사판(298)이 설치되어 있다. 따라서, 제1분사판(296) 및 제2분사판(298)을 통해 

웨이퍼(W) 상으로 공급되는 제1처리유체 및 제2처리유체는 웨이퍼(W)의 회전에 의해 웨이퍼(W) 상에 전체적으로 

균일하게 공급된다. 또한, 제1처리유체와 제2처리유체가 독립적으로 공급되므로 도 3에 도시된 처리유체 공급부(220

)를 사용하는 경우에 발생하는 번거로움이 제거된다.

도 12는 본 발명의 제2실시예에 따른 웨이퍼 처리 장치를 설명하기 위한 개략적인 구성도이다.

도 12를 참조하면, 본 발명의 제2실시예에 따른 웨이퍼 처리 장치(300)는 다수의 웨이퍼(W)를 수용하는 웨이퍼 카세

트()를 지지하는 카세트 스테이지와, 상기 웨이퍼들을 처리하기 위한 다수의 처리 챔버(310)와, 카세트 스테이지 및 

챔버들 사이에서 웨이퍼들을 이송하는 이송부를 구비한다.
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처리 챔버(310)는 웨이퍼(W)를 지지하고, 회전시키기 위한 회전척(312)과, 웨이퍼(W)를 세정하기 위한 처리유체를 

회전척(312)에 의해 회전되는 웨이퍼(W) 상에 공급하기 위한 처리유체 공급부(314)와, 웨이퍼(W) 상에 공급되는 처

리유체에 초음파 진동을 인가하기 위한 초음파 진동부(316)를 구비한다. 또한, 처리 챔버(312)의 내부에는 웨이퍼(W

)를 회전시키기 위한 회전력을 제공하고, 웨이퍼(W)와 처리유체 공급부(314) 사이의 간격을 조절하기 위한 제1구동

부(318)가 구비된다.

처리 챔버(310)의 구조는 도 2에 도시한 웨이퍼 처리 장치(200)의 처리 챔버(202)와 유사하며, 회전척(312), 처리유

체 공급부(314) 및 초음파 진동부(316)의 구조는 동일하다. 따라서, 회전척(312), 처리유체 공급부(314) 및 초음파 

진동부(316)에 대한 설명은 생략하기로 한다.

처리 챔버(310)들은 수직 방향으로 배열된다. 즉, 처리 챔버(310)들은 다층 구조를 갖는다. 웨이퍼(W)들의 처리 공정

에 사용된 처리 유체들을 배출하기 위한 배출 배관(320)들은 처리 챔버(310)들의 일측에 각각 연결된다.

이송부(330)는 웨이퍼 카세트(302)로부터 다수의 웨이퍼(W)를 동시에 인출하고, 인출된 다수의 웨이퍼(W)를 처리 

챔버(310)들에 동시에 로딩한다. 이송부(330)는 다층 구조를 갖는 처리 챔버(310)들과 카세트 스테이지(304) 사이에

배치되며, 다수의 웨이퍼(w)를 동시에 핸들링하기 위한 다수의 로봇 암(332)을 갖는다. 로봇 암(332)들은 수직 방향

으로 배치되는 구동축(334)에 수직 방향으로 배치된다. 로봇 암(332)들은 웨이퍼(W)들을 각각 로딩 및 언로딩하기 

위해 수평면 상에서 직선 왕복 운동한다. 구동축(334)의 하부에는 로봇 암(332)들을 회전시키고, 상하 이동시키기 위

한 제2구동부(336)가 연결된다.

로봇 암(332)들은 웨이퍼 카세트(302)와 처리 챔버(310)들 사이에서 다수의 웨이퍼(W)들을 동시에 로딩 및 언로딩

하기 위해 수평 방향으로 직선 왕복 운동한다. 제2구동부(336)는 로봇 암(332)들이 웨이퍼 카세트(302) 또는 처리 챔

버(310)들을 향하도록 로봇 암(332)들을 회전시키고, 로봇 암(332)들의 높이가 웨이퍼 카세트(302)의 슬롯들 또는 

처리 챔버(310)들과 각각 대응되도록 로봇 암(332)들을 상하 이동시킨다.

상기 제2실시예에 따른 웨이퍼 처리 장치(300)는 다수의 웨이퍼(W)를 동시에 처리할 수 있으므로 웨이퍼(W)의 처리 

공정에 소요되는 시간을 단축할 수 있다. 또한, 각각의 웨이퍼(W)에 대한 처리 공정은 독립적으로 이루어지므로 웨이

퍼(W)의 처리 효율이 향상된다.

도 12에 도시된 바에 의하면, 처리 챔버(310)들은 수직 방향으로 배열되어 있으나, 처리 챔버(310)들은 수직 및 수평 

방향으로 배열될 수 있다. 이때, 카세트 스테이지(304)에는 다수개의 웨이퍼 카세트(302)들이 처리 챔버(310)들의 수

평 배열 방향과 평행하게 배치되고, 처리 챔버(310)들과 카세트 스테이지(304) 사이에는 다수개의 이송부(330)가 배

치된다.

도 13은 도 12에 도시된 처리유체 공급부들과 연결되는 공급 배관을 설명하기 위한 도면이다.

도 13을 참조하면, 처리유체 공급부(314)들과 연결되는 공급 배관(340)은 서로 다른 다수의 처리유체들을 각각 공급

하기 위한 다수의 제1배관(342)과, 처리유체 공급부(314)들의 수용부들과 각각 연결되고, 서로 다른 처리유체들 중

에서 선택된 하나를 상기 수용부들로 각각 제공하기 위한 다수의 제2배관(344)과, 제1배관(342)들 및 제2배관(344)

들을 연결하기 위한 제3배관(346)과, 제1배관(342)들 중에 각각 설치되고, 서로 다른 처리유체들의 유량을 각각 제어

하기 위한 다수의 제1밸브(348)와, 제2배관(344)들 중에 각각 설치되고, 수용부들로 각각 제공되는 상기 선택된 처리

유체의 유량을 각각 제어하기 위한 다수의 제2밸브(350)와, 제3배관(346)에 중에 설치되고, 선택된 처리유체의 유량

을 제어하기 위한 제3밸브(352)를 포함한다. 서로 다른 처리유체들은 다수의 세정액들과 다수의 건조가스들을 의미

한다.

제1배관(342)들은 탈이온수, 불산(HF)과 탈이온수의 혼합액, 수산화암모늄(NH 4 OH)과 과산화수소(H 2 O 2 ) 및 

탈이온수의 혼합액, 불화암모늄(NH 4 F)과 불산(HF) 및 탈이온수의 혼합액 및 인산(H 3 PO 4 ) 및 탈이온수를 포함

하는 혼합액, 이소프로필 알콜 증기, 가열된 질소 가스를 각각 공급한다.

제1배관(342)들에 설치된 제1밸브(348)들은 웨이퍼(W)의 세정 및 건조에 필요한 세정액 및 건조 가스를 선택한다. 

제2배관(344)들에 설치된 제2밸브(350)들 및 제3배관(346)에 설치된 제3밸브(352)는 처리 챔버(310)들에 로딩된 

웨이퍼(W)들에 각각 공급되는 처리유체들의 유량을 제어한다. 즉, 세정하고자 하는 이물질에 따라 선택된 세정액에 

의해 웨이퍼의 세정 공정이 수행되며, 탈이온수에 의해 최종 세정이 수행된다. 탈이온수에 의한 웨이퍼(W)의 최종 세

정 공정이 종료되면, 건조가스에 의한 웨이퍼(W)의 건조 공정이 수행된다.

도 14는 도 12에 도시된 제1구동부의 다른 예를 설명하기 위한 개략적인 구성도이다.

도 14를 참조하면, 도시된 제1구동부(360)는 처리 챔버(310)들의 외부에 배치되고, 제1구동부(360)와 다수개의 회

전척(312)들은 수직 암(362)과 다수개의 수평 암(364)들에 의해 연결된다. 수직 암(362)은 제1구동부(360)의 상부에

연결되고, 다수개의 수평 암(364)들은 처리 챔버(310)들을 관통하여 수직 암(362)과 회전척(312)들을 각각 연결한다

. 제1구동부(360)는 처리 챔버(310)들의 내부에 구비되는 회전척(312)들을 각각 회전시키고, 회전척(312)들의 높이

를 각각 조절한다.

제1구동부(360)와 수직 암(362)이 처리 챔버(310)들의 외부에 배치됨에 따라 처리 챔버(310)들의 높이가 낮아지고, 

웨이퍼 처리 장치의 설계 공간이 보다 넓어 진다.

발명의 효과

상기와 같은 본 발명의 제1실시예에 따르면, 처리유체 공급부는 초음파 진동이 인가된 처리유체를 슬릿을 통해 회전

하는 웨이퍼 상으로 공급한다. 따라서, 초음파 진동이 인가된 처리유체는 웨이퍼 상에 전체적으로 균일하게 공급되고,

웨이퍼의 전체적인 세정 효율이 향상된다. 또한, 초음파 진동이 인가된 세정액이 공급되므로 웨이퍼 상에 형성되어 

있는 패턴이 손상되지 않는다.
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또한, 본 발명의 제2실시예에 따른 웨이퍼 처리 장치는 다수개의 처리 챔버들과, 다수의 웨이퍼를 동시에 이송할 수 

있는 이송부를 구비한다. 따라서, 다수의 웨이퍼에 대한 처리 공정이 동시에 수행되므로 웨이퍼 처리 공정의 시간이 

단축된다.

상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청

구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시

킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
웨이퍼에 대한 처리 공정이 수행되며, 상부가 개방된 처리 챔버;

상기 처리 챔버 내부에 구비되며, 상기 웨이퍼를 지지하고 회전시키기 위한 회전척;

상기 개방된 처리 챔버의 상부를 덮도록 상기 회전척의 상부에 구비되며, 상기 웨이퍼를 세정하기 위한 제1처리유체

를 수용하기 위한 제1수용부 및 상기 제1처리유체를 상기 회전척에 의해 회전하는 웨이퍼 상에 공급하기 위하여 상기

제1수용부와 연결된 제1슬릿을 갖는 처리유체 공급부; 및

상기 제1수용부에 설치되고, 상기 제1수용부에 수용된 제1처리유체에 초음파 진동을 인가하기 위한 초음파 진동부를

포함하되,

상기 제1슬릿은 상기 제1처리유체가 상기 회전하는 웨이퍼 상에 전체적으로 공급되도록 상기 웨이퍼의 반지름과 같

거나 상기 웨이퍼의 반지름보다 긴 길이를 갖고 상기 회전하는 웨이퍼의 상부에 위치하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼

처리 장치.

청구항 2.
삭제

청구항 3.
삭제

청구항 4.
제1항에 있어서, 상기 처리 챔버의 하부에 연결되며, 상기 웨이퍼의 처리에 사용된 제1처리유체를 배출하기 위한 배

출 배관을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 처리장치.

청구항 5.
제1항에 있어서, 상기 회전척에 지지된 웨이퍼와 상기 처리유체 공급부 사이의 간격을 조절하기 위해 상기 회전척을 

수직 방향으로 이동시키는 구동부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 처리 장치.

청구항 6.
제1항에 있어서, 상기 처리유체 공급부는,

상기 제1처리유체를 수용하기 위한 오목부가 일면에 형성된 제1플레이트; 및

상기 제1플레이트의 일면에 부착되어 상기 오목부와 함께 상기 제1수용부를 한정하며, 상기 제1슬릿이 형성된 제2플

레이트를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 처리 장치.

청구항 7.
삭제

청구항 8.
제1항에 있어서, 상기 제1슬릿의 내부에 설치되며, 상기 제1처리유체를 상기 웨이퍼 상에 균일하게 공급하기 위한 다

수의 분사구가 형성된 분사판을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 처리 장치.

청구항 9.
제1항에 있어서, 상기 제1처리유체는,

탈이온수(H 2 O),

불산(HF) 및 탈이온수의 혼합액,

수산화암모늄(NH 4 OH), 과산화수소(H 2 O 2 ) 및 탈이온수의 혼합액,

불화암모늄(NH 4 F), 불산(HF) 및 탈이온수의 혼합액, 또는

인산(H 3 PO 4 ) 및 탈이온수를 포함하는 혼합액인 것을 특징으로 하는 웨이퍼 처리 장치.

청구항 10.
제9항에 있어서, 상기 제1처리유체는 상기 웨이퍼를 건조하기 위한 건조가스를 더 포함하며,

상기 건조 가스는 이소프로필 알콜 증기, 질소 가스 또는 이소프로필 알콜 증기와 질소 가스의 혼합 가스인 것을 특징

으로 하는 웨이퍼 처리 장치.

청구항 11.
제1항에 있어서, 서로 다른 다수의 제1처리유체들을 각각 공급하기 위한 다수의 제1배관;

상기 제1수용부와 상기 제1배관들을 연결하고, 상기 서로 다른 제1처리유체들 중에서 선택된 하나를 상기 제1수용부

로 공급하기 위한 제2배관;

상기 제1배관들 중에 각각 설치되고, 상기 서로 다른 제1처리유체들의 유량을 각각 제어하기 위한 다수의 제1밸브; 

및
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상기 제2배관 중에 설치되고, 상기 제1수용부로 공급되는 상기 선택된 제1처 리유체의 유량을 제어하기 위한 제2밸

브를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 처리 장치.

청구항 12.
제1항에 있어서, 상기 처리유체 공급부는 상기 웨이퍼를 건조하기 위한 제2처리유체를 수용하기 위한 제2수용부;

상기 제2수용부와 연결되고, 상기 제2처리유체를 상기 회전척에 의해 회전되는 상기 웨이퍼 상에 전체적으로 공급하

기 위한 제2슬릿을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 처리 장치.

청구항 13.
다수의 웨이퍼를 수용하는 웨이퍼 카세트를 지지하는 카세트 스테이지;

웨이퍼를 지지하고, 회전시키기 위한 회전척과, 상기 웨이퍼를 세정하기 위한 제1처리유체를 수용하기 위한 제1수용

부 및 상기 제1수용부와 연결되는 제1슬릿을 갖고, 상기 제1처리유체가 상기 제1슬릿을 통해 상기 회전척에 의해 회

전되는 웨이퍼 상에 전체적으로 공급되도록 상기 회전척의 상부에 배치되는 처리유체 공급부와, 상기 제1수용부에 설

치되고, 상기 제1수용부에 수용된 제1처리유체에 초음파 진동을 인가하기 위한 초음파 진동부를 포함하는 다수의 처

리 챔버; 및

상기 웨이퍼 카세트와 상기 처리 챔버들 사이에서 상기 웨이퍼들을 이송하기 위한 이송부를 포함하는 것을 특징으로 

하는 웨이퍼 처리 장치.

청구항 14.
제13항에 있어서, 상기 처리 챔버들은 수직 방향으로 배열되는 것을 특징으 로 하는 웨이퍼 처리 장치.

청구항 15.
제14항에 있어서, 상기 이송부는 상기 웨이퍼 카세트로부터 다수의 웨이퍼를 동시에 인출하고, 상기 다수의 웨이퍼를

동시에 상기 처리 챔버들에 로딩하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 처리 장치.

청구항 16.
제13항에 있어서, 상기 제1슬릿의 길이는 상기 웨이퍼의 반지름과 같거나 상기 웨이퍼의 반지름보다 긴 것을 특징으

로 하는 웨이퍼 처리 장치.

청구항 17.
제13항에 있어서, 상기 처리유체 공급부는,

상기 제1처리유체를 수용하기 위한 오목부가 일면에 형성된 제1플레이트; 및

상기 제1플레이트의 일면에 부착되어 상기 오목부와 함께 상기 제1수용부를 한정하며, 상기 제1슬릿이 형성된 제2플

레이트를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 처리 장치.

청구항 18.
제13항에 있어서, 상기 회전척에 지지된 웨이퍼와 상기 처리유체 공급부 사이의 간격을 조절하기 위해 상기 회전척을

수직 방향으로 이동시키는 구동부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 처리 장치.

청구항 19.
제13항에 있어서, 서로 다른 다수의 제1처리유체들을 각각 공급하기 위한 다 수의 제1배관;

상기 제1수용부들과 각각 연결되고, 상기 서로 다른 제1처리유체들 중에서 선택된 하나를 상기 제1수용부들로 각각 

제공하기 위한 다수의 제2배관;

상기 제1배관들과 상기 제2배관들을 연결하기 위한 제3배관;

상기 제1배관들 중에 각각 설치되고, 상기 서로 다른 제1처리유체들의 유량을 각각 제어하기 위한 다수의 제1밸브;

상기 제2배관들 중에 각각 설치되고, 상기 제1수용부들로 제공되는 상기 선택된 제1처리유체의 유량을 각각 제어하

기 위한 다수의 제2밸브; 및

상기 제3배관에 중에 설치되고, 상기 선택된 제1처리유체의 유량을 제어하기 위한 제3밸브를 더 포함하는 것을 특징

으로 하는 웨이퍼 처리 장치.

청구항 20.
제13항에 있어서, 상기 처리유체 공급부는 상기 웨이퍼를 건조하기 위한 제2처리유체를 수용하기 위한 제2수용부; 

및

상기 제2수용부와 연결되고, 상기 제2처리유체를 상기 회전척에 의해 회전되는 상기 웨이퍼 상에 전체적으로 공급하

기 위한 제2슬릿을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 처리 장치.
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